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(57) Zusammenfassung: Schaltanordnung, welche einen
Trager, ein mikroelektronisches Bauteil und mindestens
eine elektrische Kontaktierung umfasst, wobei die mindes-
tens eine elektrische Kontaktierung eine leitende Verbin-
dung zwischen dem Trager und dem mikroelektronischen
Bauteil herstellt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem Trager (1) und dem mikroelektronischen Bauteil (2) ein
Teil (32, 32') der elektrischen Kontaktierung (3, 3') freige-
stellt ist und das mikroelektronische Bauteil (2) zur mecha-
nischen Entkopplung des mikroelektronischem Bauteils (2)
und des Tragers (1) vom Trager (1) beabstandet angeord-
net ist, wobei das mikroelektronische Bauteil (2) an der
mindestens einen elektrischen Kontaktierung (3, 3') han-
gend oder tragend befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltanordnung
und ein Verfahren zu deren Herstellung, welche ei-
nen Trager, ein mikroelektronisches Bauteil und min-
destens eine elektrische Kontaktierung umfasst, wo-
bei die mindestens eine elektrische Kontaktierung
eine leitende Verbindung zwischen dem Trager und
dem mikroelektronischen Bauteil herstellt.

[0002] Die Integrationsdichte von Schaltungen auf
einem mikroelektronischen Bauteil nimmt gemaf
dem Gesetz von Moore exponentiell zu. Daher mis-
sen immer mehr Schaltungen auf immer kleinerem
Raum gepackt werden. Dabei entsteht das Problem,
dass die Gesamtheit der mikroelektronischen Bautei-
le auf der Tragerplatte nicht mehr geniigend Platz fin-
den, so dass neue Packkonzepte erforderlich sind.
So zeigt z. B. die WO 01/37338 A2 ein Verfahren zum
Integrieren eines Chips innerhalb einer Leiterplatte,
wobei der Chip auf der Leiterplatte angeordnet und
von einem Polymer umgeben ist. Auf diese Art und
Weise koénnen viele mikroelektronische Bauteile
Ubereinander und nebeneinander angeordnet wer-
den, so dass eine grolkere Oberflache zum Anbrin-
gen von mikroelektronischen Bauteilen zur Verfi-
gung steht.

[0003] Bei vielen Anwendungen sind mikrotech-
nisch hergestellte Sensoren und Aktoren, sogenann-
te mikroelektronisch-mechanische Systeme (MEMS)
von Noéten. Diese sind typischerweise sehr empfind-
lich gegenuber mechanischen Belastungen ihres
Tragers. Eine mechanische Belastung durch aullere
Einflisse wie z. B. Biegung oder thermische Verfor-
mung setzt die Sensoren unter eine Vorbelastung
und andert ihre Kenndaten, was zu einer Verfal-
schung der Messdaten fiihrt und gegebenenfalls so-
gar sicherheitsrelevante Auswirkungen hat, wie dies
z. B. bei Sensoren eines Antiblockiersystems oder ei-
ner Flughdhensensorik offensichtlich ist.

[0004] Um die empfindlichen MEMS dennoch auf
hochintegrierten Schaltungen zu verwenden, werden
heutzutage Tragermaterialien mit geeigneten Aus-
dehnungskoeffizienten verwendet, welche den Be-
lastungen, welchen der Trager ausgesetzt ist, ange-
passt sind. Desweiteren gibt es zwischen dem MEMS
und dem Trager eine mechanische Verbindung mit-
tels Mitteln mit einem niedrigen Elastizitadtsmodul und
einer elektrischen Verbindung mittels Drahtbondtech-
nik. Mit diesen sehr aufwendigen Ldésungsansatzen
werden die mechanischen Belastungen, welche auf
das Tragersubstrat wirken, zu einem geringen Pro-
zentteil auf die hochempfindlichen MEMS Bausteine
Ubertragen. Die Kosten der Lésungsansatze Uber-
steigen jedoch oftmals die Kosten der Bauteilherstel-
lung.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
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es, die mechanische Belastung auf ein mikroelektro-
nisches Bauteil zu minimieren bei gleichzeitiger Ge-
wahrleistung seiner Funktion.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Schaltanord-
nung gemaf’ dem Hauptanspruch geldst.

[0007] Die erfindungsgemaRe Schaltanordnung
umfasst einen Trager, ein mikroelektronisches Bau-
teil und mindestens eine elektrische Kontaktierung,
wobei die mindestens eine elektrische Kontaktierung
eine leitende Verbindung zwischen dem Trager und
dem mikroelektronischen Bauteil herstellt. Die Schal-
tanordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Trager und dem mikroelektronischen
Bauteil ein Teil der elektrischen Kontaktierung freige-
stellt ist und das mikroelektronische Bauteil zur me-
chanischen Entkopplung des mikroelektronischen
Bauteils und des Tragers vom Trager beabstandet
angeordnet ist, wobei das mikroelektronische Bauteil
an der mindestens einen elektrischen Kontaktierung
hangend oder tragend befestigt ist.

[0008] Durch die mechanische Entkopplung des mi-
kroelektronischen Bauteils vom Trager werden die
mechanischen Belastungen, welche auf den Trager
wirken, nur in geringem Male auf das mikroelektroni-
sche Bauteil Ubertragen. Die mechanische Entkopp-
lung wird dadurch erreicht, dass das mikroelektroni-
sche Bauteil mit dem Gehdause nicht direkt in Verbin-
dung steht, sondern an der mindestens einen elektri-
schen Kontaktierung, welche auch mit dem Trager
verbunden ist, aufgehangt ist oder auf der elektri-
schen Kontaktierung tragend angeordnet ist. Dazu ist
es notwendig, dass zwischen der Verbindung der
elektrischen Kontaktierung mit dem Trager und der
Verbindung der elektrischen Kontaktierung mit dem
mikroelektronischen Bauteil ein Teilbereich der elek-
trischen Kontaktierung freigestellt ist, d. h. dass die-
ser Teilbereich weder vom Gehduse noch vom mikro-
elektronischen Bauteil berihrt wird. Dadurch kann
das mikroelektronische Bauteil vom Trager beab-
standet ausgefiihrt werden. Die Kontaktierung kann
dabei in die gewlinschte Form gebogen oder vorge-
formt werden bzw. in einem spater erlauterten Ver-
fahren als Schicht aufgedampft werden.

[0009] Der Abstand zwischen dem Trager und dem
mikroelektronischen Bauteil sollte so bemessen sein,
dass auch bei einer hohen mechanischen Belastung
des Tragers das mikroelektronische Bauteil nicht mit
dem Trager in Kontakt kommt, da ein Kontakt das mi-
kroelektronische Bauteil beschadigen kdnnte. Mit der
erfindungsgemafen mechanischen Entkopplung von
Trager und mikroelektronischem Bauteil kann das mi-
kroelektronische Bauteil besser gegentber dulleren
mechanischen Einflissen isoliert werden.

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemalien Schaltanordnung sind in den untergeord-
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neten Anspriichen beschrieben.

[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Schaltan-
ordnung ist es, dass der Trager eine Aussparung auf-
weist und das mikroelektronische Bauteil in der Aus-
sparung angeordnet ist. Durch eine derartige Ausfiih-
rung wird das mikroelektronische Bauteil schitzend
in der Aussparung angeordnet bei gleichzeitiger me-
chanischer Entkopplung, wie in den vorhergehenden
Abschnitten beschrieben.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung ist es,
wenn der Trager zumindest einen Teil eines Gehau-
ses bildet, wobei in dem Gehause ein geschlossener
Hohlraum vorhanden ist, in welchem das mikroelekt-
ronische Bauteil angeordnet ist. Durch ein geschlos-
senes Gehause wird das mikroelektronische Bauteil
weitestgehend gegen aulere Einflisse geschutzt.
Insbesondere lasst sich bei geeigneter Materialwahl
des Gehauses eine thermische Isolation gegentber
dem AuBenraum des Gehauses erreichen. Dies ist
wichtig, da manche mikroelektronische Bauteile in-
nerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches ar-
beiten, was aufgrund der Warmeabstrahlung der das
Gehéause umgebenden Bauteile nicht immer gewahr-
leistet ist.

[0013] Der geschlossene Hohlraum kann dabei als
Aussparung in den Trager gefrast oder geatzt werden
und wird nach dem Anbringen des mikroelektroni-
schen Bauteils im Hohlraum mit einer Deckplatte ver-
schlossen. Zur einfachen Herstellung eines ge-
schlossenen Gehdauses ist es insbesondere vorteil-
haft, wenn der Trager bzw. das Gehause aus mindes-
tens zwei verschiedenen Teilen aufgebaut ist.

[0014] ZweckmaRig ist die erfindungsgemalie
Schaltanordnung insbesondere dann, wenn das mi-
kroelektronische Bauteil mindestens ein MEMS auf-
weist. Da insbesondere MEMS stark auf aul3ere Ein-
flisse reagieren, kann durch die mechanische Ent-
kopplung von mikroelektronischem Bauteil und Tra-
ger eine robuste Arbeitsweise des mikroelektroni-
schen Bauteils erreicht werden, was eine verbesser-
te Messung der z. B. Sensoren und Aktoren zuldsst.

[0015] Fur den Betrieb einiger mikroelektronischer
Bauteile ist es vorteilhaft, wenn der geschlossene
Hohlraum der Schaltanordnung mit einem Material
gefillt ist, welches zumindest eine flissige Phase
aufweist. Dabei ist es zweckmaRig, wenn die flissige
Phase des Materials in einem Temperatur- und
Druckbereich liegt, welcher beim Betrieb der Schalta-
nordnung und insbesondere des mikroelektronischen
Bauteils erreicht wird. Auch ist es sinnvoll, dass das
Material dielektrische Eigenschaften hat, damit es
nicht zu einem Kurzschluss innerhalb des Hohlrau-
mes kommen kann. Durch das Auffiillen des Hohlrau-
mes mit einem Material mit fliissiger Phase, welches
insbesondere in flissiger Phase ist, wenn das mikro-
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elektronische Bauteil betrieben wird, wird eine weite-
re Dampfung von mechanischen duferen Belastun-
gen erreicht. Die Dampfung ist dabei auf die viskosen
Eigenschaften der Flussigkeit zurtickzufiihren. Des-
weiteren kann durch eine Zuleitung und eine Ablei-
tung des Materials innerhalb des Hohlraums ein Stro-
mungssensor betrieben werden, welcher Verande-
rungen des Flusses bzw. der Zusammensetzung des
flieBenden Materials Uberwacht. Eine derartige An-
wendung kann bei Sensoren, welche die Orientie-
rung und Beschleunigung im Raum messen, von gro-
Rem Nutzen sein.

[0016] Eine bevorzugte Ausfiihrungsform der erfin-
dungemafen Schaltanordnung ist es, wenn mindes-
tens zwei elektrische Kontaktierungen vorhanden
sind, welche den Trager mit dem mikroelektronischen
Bauteil verbinden, und mindestens zwei elektrische
Kontaktierungen zur Minimierung eines auf das mi-
kroelektronische Bauteil wirkenden physikalischen
Drehmoments auf gegentiber liegenden Seiten des
Schwerpunkts des mikroelektronischen Bauteil mit
dem mikroelektronischen Bauteil verbunden sind.
Dadurch lasst sich eine besonders stressarme Ver-
bindung zwischen den elektrischen Kontaktierung
und dem mikroelektronischen Bauteil herstellen, was
zu einer verbesserten Funktionsweise und einer lan-
geren Lebensdauer der Schaltanordnung fuhrt. Wei-
terhin ist es vorteilhaft, wenn die Verbindung zwi-
schen den elektrischen Kontaktierungen und dem mi-
kroelektronischen Bauteil formfest ist.

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die elektri-
sche Kontaktierung blattfederartig ausgebildet ist.
Durch die federnde Ausbildung der elektrischen Kon-
taktierung wird eine noch bessere mechanische Ent-
kopplung erreicht, da die mechanische Energie, wel-
che auf den Trager wirkt, in Federbewegungen um-
gesetzt wird und das mikroelektronische Bauteil na-
hezu in Ruhe bleibt.

[0018] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die elektri-
sche Kontaktierung eine im wesentlichen bogenfor-
mige Rundung zwischen dem Trager und dem mikro-
elektronischen Bauteil aufweist. Die bogenformige
Rundung erlaubt es, eine besonders stressentkop-
pelnde Verbindung zwischen dem Trager und dem
mikroelektronischen Bauteil herzustellen. So kann
bei thermischen Belastungen das Material der elektri-
schen Kontaktierung sich ausdehnen und zusam-
menziehen, wobei die Ausdehnung bzw. die Kontrak-
tion sich nicht auf das mikroelektronische Bauteil
Ubertragt, sondern primar eine Aufweitung der bo-
genférmigen Rundung zwischen dem Trager und
dem mikroelektronischen Bauteil verursacht. Auf die-
se Weise wird die Schub- bzw. Zugspannung an der
festen Verbindung zwischen der elektrischen Kontak-
tierung und dem mikroelektronischen Bauteil, insbe-
sondere bei Vorhandensein von mindestens zwei
elektrischen Kontaktierungen, welche auf gegentber
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liegenden Seiten des Schwerpunkts des mikroelekt-
ronischen Bauteils angeordnet sind, verringert, wobei
sich hierdurch die Schub- bzw. Zugspannung auf die
bogenférmige Rundung erhdht, die Kontakte am mi-
kroelektronische Bauteil jedoch entlastet.

[0019] Obwohl das Eigengewicht des mikroelektro-
nischen Bauteils primar durch die elektrischen Kon-
taktierungen getragen wird, kann es vorteilhaft sein,
zusatzliche elastische Stiitzelemente auf dem Trager
anzuordnen. Dabei sind die elastischen Stiitzele-
mente derart angeordnet, dass sie zwischen einer
Oberflache des Tragers und einer dieser Oberflache
gegeniber liegenden Oberflache des mikroelektroni-
schen Bauteils befestigt sind. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn die Oberflache des elastischen Stiitzelemen-
tes, welche der benachbarten Oberflache des mikro-
elektronischen Bauteils zugewandt ist, wesentlich
kleiner ist als die Oberflache des mikroelektronischen
Bauteils. Durch den wesentlich kleineren Querschnitt
ergibt sich eine kleine Kontaktflache, was die mecha-
nische Entkopplung nicht wesentlich schwacht.

[0020] Vorteilhafterweise ist das elastische Stiitze-
lement so angeordnet, dass es im unbelasteten Zu-
stand der Schaltanordnung das mikroelektronische
Bauteil nicht berthrt. Wird das mikroelektronische
Bauteil jedoch aufgrund von auferen Einflissen be-
schleunigt, so verhindern die elastischen Stiitzele-
mente, dass das mikroelektronische Bauteil den Tra-
ger berihrt und somit beschadigt werden kann. Die
Hoéhe des elastischen Stitzelements sollte dabei
nicht gréRer sein als der Abstand zwischen der Tra-
geroberflache und der ihr gegeniber liegenden
Oberflache des mikroelektronischen Bauteils. Es
kann vorteilhaft sein, dass im Ruhezustand das Stt-
zelement so gewahlt ist, dass es das mikroelektroni-
sche Bauteil berthrt, jedoch keine tragende Funktion
ausubt.

[0021] Eine vorteilhafte Weiterbildung des elasti-
schen Stltzelementes ist es hierbei, wenn dieses aus
einem Klebstoff mit einem niedrigen Elastizitdtsmo-
dul besteht, welcher schnell und einfach aufgebracht
werden kann.

[0022] ZweckmaRig ist mindestens eine elektrische
Kontaktierung mit einem elektrischen Leiter leitend
verbunden, wobei der elektrische Leiter innerhalb
oder aulerhalb des Tragers verlauft. Dadurch kon-
nen durch etablierte Prozesse Kontaktierungen zu
weiteren Bauteilen oder Schaltanordnungen realisiert
werden.

[0023] Eine erfindungsgemafle Schaltanordnung
kommt vorteilhafter Weise in einer Messvorrichtung
zur Anwendung, wobei das mikroelektronische Bau-
teil dabei als Drucksensor und/oder Beschleuni-
gungssensor und/oder Flusssensor und/oder Prazisi-
onsoszillator und/oder Hochfrequenzfilter ausgebil-
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det ist. Derartige Anwendungen finden sich haufig in
der Telekommunikation, Automobilindustrie, Medizin-
technik, Mess- und Regeltechnik und in optischen
Technologien.

[0024] Im folgenden soll noch auf das erfindungsge-
mafRe Verfahren zur Herstellung einer Schaltanord-
nung eingegangen werden.

[0025] Bei der erfindungsgemallen Herstellung ei-
ner Schaltanordnung, welche einen Trager, ein mi-
kroelektronisches Bauteil und mindestens eine elek-
trische Kontaktierung umfasst, wird die mindestens
eine elektrische Kontaktierung teilweise mit dem Tra-
ger und teilweise mit dem mikroelektronischen Bau-
teil verbunden, wobei ein Teil der mindestens einen
elektrischen Kontaktierung zwischen dem Trager und
dem mikroelektronischen Bauteil freigestellt ange-
ordnet ist, in dem Sinne, dass die elektrische Kontak-
tierung in diesem Teil weder den Trager noch das mi-
kroelektronische Bauteil berlihrt, so dass das mikro-
elektronische Bauteil vom Trager beabstandet an der
mindestens einen elektrischen Kontaktierung han-
gend oder tragend befestigt wird. Mit einem derarti-
gen Verfahren kann eine mechanische Entkopplung
des mikroelektronischen Bauteils vom Trager ge-
wahrleistet werden.

[0026] Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens
sind in den untergeordneten Verfahrensanspriichen
angegeben.

[0027] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Verfah-
rens ist dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Auf-
bringen der mindestens einen elektrischen Kontaktie-
rung eine Aussparung in den Trager eingebracht wird
und das mikroelektronische Bauteil in der Ausspa-
rung angeordnet wird.

[0028] Ein weiterer Vorteil ist dadurch gegeben,
dass vor dem Befestigen des mikroelektronisches
Bauteils an der mindestens einen elektrischen Kon-
taktierung auf der Oberflache des Tragers mindes-
tens eine Opferschicht aufgebracht wird, auf welcher
das mikroelektronische Bauteil platziert wird und wel-
che das mikroelektronische Bauteil zumindest in Tei-
len umschliefl3t. Dabei kénnen verschiedene Opfer-
schichten in verschiedenen Schritten angebracht
werden. So ist es beispielsweise vorteilhaft, auf den
Trager bzw. in der Aussparung eine Opferschicht auf-
zubringen, das mikroelektronische Bauteil auf der
Opferschicht anzuordnen und eine weitere Opfer-
schicht auf die bereits vorhandene Opferschicht auf-
zubringen derart, dass das mikroelektronische Bau-
teil zumindest in Teilen umschlossen wird. Dies ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn die zweite um-
schlieRende Opferschicht eine Oberflache das mikro-
elektronische Bauteil gerade noch umschlief3t, so
dass spater auf dieser Opferschicht eine Metallisie-
rungslage aufgebracht werden kann. Dies ermoglicht
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eine besonders einfache Form der Herstellung einer
erfindungsgemafen Schaltanordnung.

[0029] Auf eine ahnliche Art und Weise kann eine
besondere Ausfuhrung der erfindungsgemafien
Schaltanordnung realisiert werden. Dabei werden die
elektrischen Kontaktierungen zuerst auf dem Trager
aufgebracht und zeigen im wesentlichen senkrecht
nach oben. Danach wird eine Opferschicht aufge-
bracht, welche im wesentlichen die elektrischen Kon-
taktierungen umgibt. Auf die Opferschicht wird das
mikroelektronische Bauteil aufgesetzt, woraufhin das
mikroelektronische Bauteil mit den elektrischen Kon-
taktierungen verbunden wird. Zu einem spéateren
Zeitpunkt kann die Opferschicht wieder entfernt wer-
den.

[0030] Bei Vorhandensein einer Opferschicht, wel-
che im wesentlichen das mikroelektronische Bauteil
umschlief3t, kann das Aufbringen der mindestens ei-
nen elektrischen Kontaktierung besonders einfach
durchgefiihrt werden. Dabei wird eine Metallisie-
rungslage zumindest in Teilabschnitten der Oberfla-
che des Tragers und auf der Opferschicht aufge-
bracht. Die Metallisierungslage kann durch Aufdamp-
fen oder Abscheidungsprozesse aufgebracht wer-
den. In einem zweiten Prozessschritt werden Locher
in der das mikroelektronische Bauteil umschlieRen-
den Opferschicht eingebracht und das mikroelektro-
nische Bauteil ankontaktiert. In einem weiteren
Schritt wird die Metallisierungslage strukturiert, wobei
das Strukturieren vorzugsweise durch Atzen ge-
schieht, insbesondere durch Atzen mit einer Maske.
Dadurch kann bei gleichzeitigem Aufbringen der
elektrischen Kontaktierungen und der Verbindungen
der elektrischen Kontaktierungen mit dem Trager und
mit dem mikroelektronischen Bauteil eine Strukturie-
rung der Kontaktierung erreicht werden, so dass die-
se beispielsweise blattfederartig oder mit einer bo-
genférmigen Rundung ausgestaltet wird. Das
schichtweise Aufbringen der Schichten und das
Strukturieren derselbigen stellt eine besonders effizi-
ente und kostengiinstige Herstellungsmethode der
elektrischen Kontaktierung dar.

[0031] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn nach dem
Aufbringen der elektrischen Kontaktierung und dem
Verbinden der elektrischen Kontaktierung mit dem
Trager und mit dem mikroelektronischen Bauteil die
Opferschicht wieder entfernt wird. Durch das Vorhan-
densein der Opferschicht wird das Aufbringen der
elektrischen Kontaktierung in einem stressfreien Um-
feld erzeugt, so dass diese Verbindung das mikroe-
lektronische Bauteil nach dem Entfernen der Opfer-
schicht tragen bzw. stiitzen kann.

[0032] ZweckmaRig kann es sein, dass auf dem
Trager zusatzliche elastische Stitzelemente ange-
ordnet werden, wie in einem der vorherigen Abschnit-
te beschrieben. Dabei kdnnen die Stitzelemente so-
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wohl komplett aus einem elastischen Material herge-
stellt sein, oder aus einer elastischen Hulle mit einer
Flissigkeit gefillt sein.

[0033] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der
Schaltanordnung und des Verfahrens zu deren Her-
stellung sind in den weiteren untergeordneten An-
sprichen gegeben.

[0034] Im folgenden wird die erfindungsgemalie
Schaltanordnung anhand einiger Ausflihrungsbei-
spiele genauer beschrieben. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 einfache Ausfiihrungsform der Schal-
tanordnung;

[0036] Fig. 2a bis Fig. 2c weitere Ausfuhrungsfor-
men der Schaltanordnung;

[0037] Fig. 3 Aufsicht auf eine erfindungsgemale
Schaltanordnung

[0038] Fig. 4a, Fig. 4b schematische Darstellung
einer erfindungsgemafien elektrischen Kontaktie-
rung;

[0039] Fig. 5a bis Fig. 5e Verfahrensschritte zum
Herstellen einer erfindungsgemafen Schaltanord-
nung.

[0040] Fig. 1 zeigt eine einfache Ausfiihrung der er-
findungsgemaRen Schaltanordnung. Dabei ist auf ei-
nem Trager 1 ein mikroelektronisches Bauteil 2 der-
art angeordnet, dass es vom Trager 1 beabstandet ist
und die elektrischen Kontaktierungen 3, 3' den Tra-
ger 1 mit dem mikroelektronischen Bauteil 2 verbin-
den. Dabei ist das mikroelektronische Bauteil 2 mit
dem Bereich 30 und der Trager 1 mit dem Bereich 31
der elektrischen Kontaktierung 3 verbunden. Der Teil-
bereich 32 ist zwischen dem mikroelektronischen
Bauteil 2 und dem Trager 1 angeordnet und freige-
stellt, in dem Sinne, dass dieser Teil weder mit dem
mikroelektronischen Bauteil 2 oder dem Trager 1 ver-
bunden ist. Der Abstand zwischen dem Trager 1 und
dem mikroelektronischen Bauteil 2 wird dadurch er-
reicht, dass der Teil 32 der elektrischen Kontaktie-
rung aufgebogen ist. Die mechanische Entkopplung
wird weiterhin dadurch verbessert, dass die elektri-
schen Kontaktierungen 3, 3' aus Materialien gefertigt
sind, die nicht eine zu hohe Steifigkeit aufweisen und
nachgeben, um eine mechanische Entkopplung zu
erreichen. Als Materialien kommen hierbei insbeson-
dere Kupfer (bei Verwendung von Leiterplatten), so-
wie Aluminium und Gold (bei Draht- und Bandchen-
bonds) in Frage. Weitere Metalle, und in beschrank-
tem MaRe auch Polymere, kénnen abhangig vom
Verwendungszweck eingesetzt werden.

[0041] In Fig. 1 ist das mikroelektronische Bauteil 2
an den Kontakten 30, 30" aufgehangt. In einer ahnli-
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chen Ausfuhrung kénnte das mikroelektronische
Bauteil 2 auf den Kontakten 30, 30' angeordnet sein,
so dass diese von den elektrischen Kontaktierungen
30, 30' getragen werden. Um die Kontakte 30, 30’
nicht zu strapazieren, bietet es sich an, diese so an-
zuordnen, dass auf den Schwerpunkt des mikroelek-
tronischen Bauteils 2 kein Drehmoment wirkt, wel-
ches im Laufe der Zeit aufgrund der mechanischen
Beanspruchung zu einem Defekt in der Verbindung
30, 30’ fihren kann.

[0042] Der Trager 1 ist als Leiterplatte ausgebildet,
da diese mit etablierten Prozessen strukturiert und
bearbeitet werden kann. Das mikroelektronische
Bauteil kann in der in Fig. 1 gezeigten Ausfiihrung
beispielsweise ein Oberflaichenwellenbauelement
sein oder ein hochpraziser Oszillator oder ein mikro-
elektronischer Sensor, welcher den Piezoeffekt oder
den Halleffekt ausnutzt. Durch die Beabstandung
vom Trager 1 messen diese mikroelektronischen
Bauteile 2 nicht die Beanspruchung des Tragers 1,
sondern nur die externen auf3eren Einflisse fur wel-
che sie konzipiert sind. Im Bereich 31 der Kontaktie-
rung bzw. 31" sind Vias 4 bzw. 4' zu sehen, welche
die zwei sich gegeniber liegenden Oberflachen des
Tragers miteinander leitend verbinden. Uber solche
Vias kdnnen Leiterbahnen oder weitere Bauteile auf
der anderen Seite angesprochen werden.

[0043] Die erfindungsgemaflen Schaltanordnungen
besitzen eine Ausdehnung in der Gréflenordnung
von um? oder mm?. Momentan sind die mikroelektro-
nischen Bauteile im Bereich von 0,01 mm? bis 50
mm? verfligbar, wobei eine weitere Miniaturisierung
in den um2-Bereich absehbar ist. Typische Kontaktie-
rungen haben eine Breite von 10 pm (bei Draht-
bonds) bis zu 500 pm (bei Verwendung von Leiter-
plattentechniken). Die Schaltanordnung und das Ver-
fahren kénnen auch in den kleineren Ausmalen ver-
wendet werden.

[0044] In den Fig. 2a bis ¢ sind weitere alternative
Ausfuhrungsformen der erfindungsgemafen Schal-
tungsanordnung gegeben. In Fig. 2a ist eine Ausspa-
rung 5 im Trager 1 eingebracht, in welcher das mikro-
elektronische Bauteil 2 eingebracht ist und Uber die
Kontaktierung 30 mit der elektrischen Kontaktierung
3 verbunden ist und an dieser hangt. Im Gegensatz
zu Fig. 1 ist in Fig. 2a nur eine elektrische Kontaktie-
rung 3 gegeben. Auf diese Weise kann ein Drehmo-
ment, welches auf den Schwerpunkt des mikroelekt-
ronischen Bauteils 2 wirkt, nur dann vermieden wer-
den, wenn die Kontaktierung 30 direkt tber dem
Schwerpunkt angeordnet ist. Fir den Fall, dass die
Kontaktierung 30 nicht iber dem Schwerpunkt sitzt,
ist das mikroelektronische Bauteil 2 einem standigen
Drehmoment ausgesetzt und ist besonders gut ge-
eignet, um Drehbeschleunigungen zu messen. Dabei
ist die elektrische Kontaktierung 3 als Blattfeder fe-
dernd ausgebildet.
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[0045] In Fig. 2b bildet der Trager 1 mit einer Abde-
ckung 1' einen Hohlraum 6, in welchem das mikroe-
lektronische Bauteil 2 angeordnet ist. Das mikroelek-
tronische Bauteil wird wie in den vorherigen Abbil-
dungen durch die elektrischen Kontaktierungen 3, 3'
vom Trager bzw. der Abdeckung 1' beabstandet ge-
tragen, wobei die elektrischen Kontaktierungen 3, 3'
im Gehauseinneren verlaufen und durch ein Via 4
bzw. ein als Sacklochbohrung ausgefiihrtes Via 4'
elektrisch leitend verbunden sind. Desweiteren sind
elastische Stlitzelemente 7 aufgefiihrt, welche bei ei-
ner Bewegung des mikroelektronischen Bauteils 2
verhindern sollen, dass dieses an eine der Oberfla-
chen des Hohlraums 6 anschlagt und das mikroelek-
tronische Bauteil 2 dadurch beschadigt wird.

[0046] Es ist deutlich erkennbar, dass die dem elek-
tronischen Bauteil 2 zugewandte Flache der elasti-
schen Stitzelemente 7 eine sehr viel kleinere Ober-
flache aufweisen als die der Oberflache des elasti-
schen Stutzelements am nachsten liegende Oberfla-
che des mikroelektronischen Bauteils. Dadurch wird
fur den Fall einer Berlihrung zwischen dem mikroe-
lektronischen Bauteil 2 und den elastischen Stlitzele-
menten 7 nur eine geringe mechanische Kopplung
zwischen dem Gehause, bestehend aus dem Trager
1 und der Abdeckung 1', und dem mikroelektroni-
schen Bauteil 2 hergestellt.

[0047] Die elastischen Stitzelemente sind hierbei
Klebstoffpunkte aus einem Klebstoff mit einem nied-
rigen Elastizitdtsmodul. Dadurch besitzen sie eine
zusatzlich dampfende Wirkung, falls das mikroelekt-
ronische Bauteil 2 in Richtung einer der Oberflachen
des Hohlraums 6 beschleunigt wird. Wie in Eig. 1 be-
reits erwahnt, befindet sich an der elektrischen Kon-
taktierung 3 eine Rundung 32. Ohne die Rundung 32
bewegen sich bei einer thermischen Belastung des
Tragers die Kontakte 30, 30" aufeinander zu und er-
héhen dadurch die Spannung auf die Kontakte 30,
30" selbst. Die Rundung 32 absorbiert die durch die
thermische Erwarmung entstandene Schub- bzw.
Zugspannung durch eine weitere Auswolbung der
Rundung 32 selbst und verringert die auf die Kontak-
te 30, 30" wirkenden Krafte.

[0048] Anstelle der elastischen Stitzelemente 7
kann der Hohlraum 6 auch mit einer Flussigkeit, ins-
besondere einer dielektrischen Flussigkeit gefiillt
werden. Dabei wird die Viskositat der Flissigkeit so
gewahlt, wie es das mikroelektronische Bauteil in sei-
ner Funktion erfordert. Beispielsweise ist eine Flis-
sigkeit von hoher Viskositat bei schlagartigen starken
StoRen besonders gut geeignet, da diese die Be-
schleunigung des mikroelektronischen Bauteils 2
verlangsamt. Im Falle von hochsensiblen Sensoren
bietet es sich an, eine Flussigkeit von niedriger Visko-
sitat zu wahlen, da diese nur eine geringe Absorption
der mechanischen Energie, welche auf die Schaltan-
ordnung wirkt, aufnimmt.
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[0049] Bei einem mit Flissigkeit gefiillten Hohlraum
mit einer Zuleitung und/oder Ableitung kann insbe-
sondere der aullen wirkende hydrostatische Druck
mit Hilfe eines mikroelektronischen Bauteils gemes-
sen werden. Des Weiteren kann das Auffullen mit
Flussigkeit helfen, dass -aufgrund der geringeren
Kompressibilitat der Flissigkeit- die mikroelektroni-
schen Bauteile im Hohlraum gegenlber Druck-
schwankungen geschiitzt werden.

[0050] Eine besondere Ausfihrung ist gegeben,
wenn der Hohlraum 6 mit einem Wachs bzw. einem
Harz gefillt ist, welches im erkalteten Zustand eine
feste Form annimmt, jedoch bei Erreichen einer be-
stimmten Betriebstemperatur der Schaltanordnung in
die flissige Phase Uibergeht und somit die Funktion
der mechanischen Entkopplung zwischen Trager und
mikroelektronischem Bauteil gewahrleistet ist.

[0051] In Fig. 2c ist eine spezielle Ausfuhrungsform
der erfindungsgemafien Schaltanordnung gegeben.
Hierbei ist der Hohlraum 6 Gber zwei Kanale 8, 8' mit
weiteren Elementen verbunden, wobei durch die Ka-
nale 8, 8' ein Medium wie beispielsweise Luft oder
eine Flussigkeit stromt, welche in dem Hohlraum 6
lauft und beispielsweise durch die Zuleitung 8" wieder
ablauft. Bei einer derartigen Anordnung kann ein
MEMS sowohl den Druck des Flusses bzw. die Mate-
rialzusammensetzung desselben feststellen. Beson-
ders fir Beschleunigungssensoren bzw. Orientie-
rungssensoren sind derartige Vorrichtungen gut ge-
eignet. Statt Medien kann auch ein optischer Zugang
zum Hohlraum geschaffen werden, z. B. durch eine
Integration von Lichtleitfasern oder Fenstern in die
Umbhdillung.

[0052] In Fig. 3 ist eine Aufsicht auf die Schaltan-
ordnung aus Fig. 2b gegeben. Es sind vier elektri-
sche Kontaktierungen 3, 3', 3", 3" zu sehen, welche
eine bogenférmige Rundung aufweisen. Die Kontak-
te 30, 31 kénnen durch Schichtprozesse oder Mi-
kroschweil3en oder Loéten hergestellt werden. An-
hand dieses Beispieles soll verstandlich gemacht
werden, wie die bogenfdrmige Rundungen 32, 32',
32", 32" eine Schub- bzw. Zugspannung, welche
sich aufgrund einer Erwarmung der Schaltanordnung
auf den Kontakte 30 und 30', bzw. 30" und 30™ auf-
baut, kompensieren. Dabei wirkt die Spannung auf
den Kontakt 30 nach rechts und die Spannung auf
den Kontakt 30" nach links, so dass sich das mikroe-
lektronische Bauteil 2 nicht bewegt, aber die Kontak-
te 30 und 30' jeweils beansprucht werden. Durch die
bogenférmige Rundung 32 bzw. 32' kann die elektri-
sche Kontaktierung die Schub- bzw. Zugspannung
durch Verformung der Rundung kompensieren und
schont damit die Kontakte 30 und 30'. Weiterhin ist
auf dem mikroelektronischen Bauteil 2 ein MEMS 20
sichtbar, welches stressfrei von den elektrischen
Kontaktierungen 30, 30', 30", 30™ beabstandet und
mechanisch entkoppelt vom Trager 1 angeordnet ist.
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[0053] In Fig. 4a und Fig. 4b werden zwei Ausflh-
rungsformen von erfindungsgemafen elektrischen
Kontaktierungen aufgefiihrt. In Fig. 4a ist zwischen
den Kontakten 30 und 30" eine bogenférmige Run-
dung 32 ausgebildet. Diese bogenférmige Rundung
sorgt daflir, dass bei veranderten thermischen Ver-
bindungen der Stress auf die mit dem mikroelektroni-
schen Bauteil 2 verbundenen Kontakte 30, welche
wie in den Fig. 1, Fig. 2b, Fig. 2c auf gegenuber lie-
genden Seiten des Schwerpunktes des mikroelektro-
nischen Bauteils 2 angeordnet sind, durch die bogen-
féormige Rundung 32 kompensiert wird. Durch eine
derartige Ausfihrung wird das mikroelektronische
Bauteil auch von Schub- bzw. Zugspannungen oder
Torsionsspannungen, welche auf das Gehause, auf-
gebaut aus zumindest dem Trager 1 und der Abde-
ckung 1', wirken, nicht belastet, da die Ausfuhrung
der elektrischen Kontaktierung in Fig. 3a auch insbe-
sondere bei einer Verdrillung der elektrischen Kon-
taktierungen 3, 3', 3", 3" selber die Spannung Uber
die bogenférmige Rundungen 32, 32', 32", 32™ kom-
pensiert.

[0054] In Fig. 4b ist die bogenformige Rundung mit
einem gréReren Radius gezeigt, wobei eine derartige
elektrische Kontaktierung gut als blattfederartiges
Element eingesetzt werden kann. Dies ist insbeson-
dere bei oszillatorischen mikroelektronischen Bautei-
len gut geeignet, um mit dem mikroelektronischen
Bauteil mitzuschwingen.

[0055] Anhand der Eig. 5a bis Eig. 5e soll die Her-
stellung einer erfindungsgemafen Schaltanordnung
erlautert werden. In Fig. 5aist ein Trager 1 zu sehen,
welcher eine Aussparung 5 aufweist, in welche eine
Opferschicht 61 flachig eingebracht wird. Auf der Op-
ferschicht 61 wird das elektronische Bauteil 2 ange-
ordnet. In diesem Fall weist das elektronische Bauteil
2 ein MEMS mit einer Deckelung 40 auf, welche unter
anderem als Kontaktierungsflache dient. Obwohl das
Aufbringen einer Opferschicht 61 nicht zwingend not-
wendig ist, da auch andere Moglichkeiten denkbar
sind, die Beabstandung zwischen dem Trager 1 und
dem mikroelektronischen Bauteil herzustellen, wie z.
B. Wachs, welches bei Betriebstemperatur der Schal-
tanordnung flissig ist oder Auflegen auf elastischen
Stitzelementen, wie in den Ansprichen beschrie-
ben, so ist ein Opferpolymer, welches spater durch
ein geeignetes Medium ausgeldst werden kann, vor-
teilhaft, da auf der Opferschicht weitere Lagen ange-
bracht werden kénnen.

[0056] Dieses wird in Fig. 5b gezeigt, wo auf der
Opferschicht 61 nach dem Einbringen des mikroelek-
tronischen mechanischen Systems 2 eine weitere
Opferschicht 62 eingebracht wird, welche mit der
Oberkante der Deckelung 40 abschliel3t. Auf dem
Trager bzw. der Opferschicht 62 bzw. der Deckelung
40 wird eine Metallisierungslage 70 aufgetragen.
Dies kann durch bekannte Prozesse geschehen wie
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beispielsweise Metallabscheidung bzw. Metallauf-
dampfung. Das MEMS selber istim Hohlraum 41 des
mikroelektronischen Bauteils 2 untergebracht, da es
auf diese Weise nicht berlhrt wird und somit sowohl
in der Aussparung 5 als auch durch die Deckelung 40
geschiitzt ist.

[0057] In einem weiteren Schritt werden in die Me-
tallisierungslage 70 Lécher 71 bzw. 71" eingebracht
und Uber einen elektrochemischen Prozess eine An-
kontaktierung an die Bauelementkontakte 30 bzw.
30" hergestellt bzw. eine Ankontaktierung an das mi-
kroelektronische Bauteil Gber Kontakte 30, 30" ge-
schaffen. Dabei werden die Lécher 71 bzw. 71" durch
Laserbeschuss hergestellt und an den Lochoberfla-
chen die Metallisierungslage falls nétig neu aufgetra-
gen. Die Locher kdnnen jedoch auch durch verschie-
dene Atzverfahren, wie Plasmadtzen mit Maske,
oder mit mechanischen Verfahren wie Bohren herge-
stellt werden. Mit Hilfe eines Atzbads und einer Mas-
ke werden Uberflissige Komponenten der Metallisie-
rungslage 70 abgetragen. Dabei kann die Maske
gleichzeitig die bogenférmigen Rundungen der elek-
trischen Kontaktierung 3 bzw. 3" herstellen. Auch die
Ausbildung als Blattfeder ist moglich.

[0058] AnschlieBend kann die Opferschicht 61 und
62, beispielsweise mit Hilfe eines CO,-Lasers, ent-
fernt werden, so dass, wie in Eig. 5d gezeigt, das mi-
kroelektronische Bauteil 2 an den elektrischen Kon-
taktierungen 3 bzw. 3' aufgehangt ist und vom Trager
1 beabstandet ausgeflihrt ist. Dadurch ist die mecha-
nische Entkopplung sichergestellt. In einem weiteren
Schritt wird der Trager 1 mit einer Abdeckelung ver-
sehen und ein geschlossener Hohlraum 6 gebildet. In
dem in dem Eig. 5a bis Fig. 5d gezeigten Beispiel ist
das MEMS, welches im Hohlraum 41 angeordnet ist,
sehr gut gegen mechanische, elektrische und thermi-
sche Einflusse isoliert.

[0059] In der Fig. 5e ist eine Weiterbildung der
Schaltanordnung gezeigt. Die elektrischen Kontaktie-
rungen 3 und 3' werden Uber Vias 9 bzw. Sackloch-
bohrungen 9' mit der duBeren Hille des Gehauses
kontaktiert, wobei in diesem Falle ein weiteres mikro-
elektronisches Bauteil 2', wie in Fig. 1 ausgeftuhrt, an
die Schaltanordnung angebunden wird.

[0060] Das erfindungsgemafe Verfahren kann her-
kémmliche Leiterplattentechnologien bzw. Spritz-
pressprozesse zum Herstellen der elektrischen Kon-
taktierungen zwischen dem Trager und dem mikroe-
lektronischen Bauteil verwenden. Alternativ kdbnnen
die elektrischen Kontaktierungen auch aus einem
Stanzgitter bestehen oder aus Drahtbonds gefertigt
werden.

[0061] Die hier offenbarte Schaltanordnung kann in
einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kom-
men. Beispielhaft sei der Betrieb von MEMS genannt,
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welche gegenuber du3eren mechanischen Belastun-
gen sehr empfindlich reagieren. Zugleich sollen die
MEMS spezifische dulere Einflisse messen. Dies
betrifft beispielsweise Drucksensoren, Beschleuni-
gungssensoren oder Oberflachen- und Volumenwel-
lenbauelemente als auch hochprazise Oszillatoren
und mikroelektronische Sensoren. Diese Elemente
kommen insbesondere im Telekommunikationsbe-
reich, der Automobiltechnik, der Medizintechnik, den
optischen Technologien und der Mess- und Regel-
technik in Betracht. Durch die mechanische Entkopp-
lung kann ein zuverlassiger Einsatz der mikroelektro-
nisch-mechanischen Systeme sichergestellt werden.
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Patentanspriiche

1. Schaltanordnung, welche einen Trager, ein mi-
kroelektronisches Bauteil und mindestens eine elek-
trische Kontaktierung umfasst, wobei die mindestens
eine elektrische Kontaktierung eine leitende Verbin-
dung zwischen dem Trager und dem mikroelektroni-
schen Bauteil herstellt, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Trager und dem mikroelektroni-
schen Bauteil ein Teil der elektrischen Kontaktierung
freigestellt ist und das mikroelektronische Bauteil zur
mechanischen Entkopplung des mikroelektroni-
schem Bauteils und des Tragers vom Trager beab-
standet angeordnet ist, wobei das mikroelektronische
Bauteil an der mindestens einen elektrischen Kontak-
tierung hangend oder tragend befestigt ist.

2. Schaltanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Trager eine Aussparung
aufweist und das mikroelektronische Bauteil in der
Aussparung angeordnet ist.

3. Schaltanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trager zumindest ei-
nen Teil eines Gehauses mit einem geschlossenen
Hohlraum bildet, wobei das mikroelektronische Bau-
teil im Hohlraum angeordnet ist.

4. Schaltanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der geschlossene Hohlraum
mit einem Material gefullt ist, welches zumindest eine
flissige Phase aufweist.

5. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
innerhalb und/oder auRerhalb des Tragers mindes-
tens ein elektrischer Leiter vorhanden ist, wobei min-
destens ein elektrischer Leiter mit mindestens einer
elektrischen Kontaktierung verbunden ist.

6. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei elektrische Kontaktierungen vor-
handen sind, welche den Trager mit dem mikroelekt-
ronischen Bauteil verbinden, und mindestens zwei
elektrische Kontaktierungen zur Minimierung eines
auf das mikroelektronische Bauteil wirkenden physi-
kalischen Drehmoments auf gegeniberliegenden
Seiten eines Schwerpunktes des mikroelektroni-
schen Bauteils mit dem mikroelektronischen Bauteil
verbunden sind.

7. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine elektrische Kontaktierung blattfe-
derartig ausgebildet ist.

8. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine elektrische Kontaktierung eine im
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Wesentlichen bogenférmige Rundung aufweist, wo-
bei die bogenférmige Rundung zwischen dem Trager
und dem mikroelektronischen Bauteil angeordnet ist.

9. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine dem mikroelektronischen Bauteil benachbarte
Oberflache des Tragers mindestens ein elastisches
Stitzelement aufweist, wobei das elastische Stiitze-
lement zum mikroelektronischen Bauteil hin eine we-
sentlich kleinere Oberflache als eine dem elastischen
Stitzelement am Nachsten liegende Oberflache des
mikroelektronischen Bauteils hat und eine maximale
Hohe besitzt, welche einem Abstand zwischen der
Oberflache des Tragers und der dem Stltzelement
am Nachsten liegende Seite des mikroelektronischen
Bauteils entspricht.

10. Schaltanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine elasti-
sche Stitzelement aus einem Klebstoff mit einem
niedrigen Elastizitdtsmodel besteht.

11. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine elektrische Kontaktierung aus einer
elektrisch leitenden Schicht und/oder einem Draht-
bond und/oder einem Stanzgitter besteht.

12. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mikroelektronische Bauteil mindestens ein mi-
kroelektronisch-mechanisches System (MEMS) um-
fasst.

13. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trager aus mindestens zwei Teilen aufgebaut ist.

14. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trager eine Leiterplatte aufweist.

15. Schaltanordnung nach einem der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mikroelektronische Bauteil eine grofite Ausdeh-
nung von 0,01 mm”2 bis 50 mm*2, vorzugsweise von
1 mm*2 bis 25 mm”2 aufweist und/oder die mindes-
tens eine elektrische Kontaktierung eine Breite zwi-
schen 1 ym und 500 pm, vorzugsweise von 20 pm bis
300 pum, aufweist, und eine Lange der elektrischen
Kontaktierung grof3er als die Breite ist.

16. Messvorrichtung, welche eine Schaltanord-
nung nach einem der Anspriiche 1 bis 14 aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das mikroelektroni-
sche Bauteil ein Drucksensor und/oder Beschleuni-
gungssensor und/oder Flusssensor und/oder Prazisi-
onsoszillator und/oder HochfrequenZfilter ist.
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17. Verfahren zur Herstellung einer Schaltanord-
nung, welche einen Trager, ein mikroelektronisches
Bauteil und mindestens eine elektrische Kontaktie-
rung umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine elektrische Kontaktierung teilweise
mit dem Trager und teilweise mit dem mikroelektroni-
schen Bauteil verbunden und aufgebracht wird, wo-
bei ein Teil der mindestens einen elektrischen Kon-
taktierung zwischen dem Trager und dem mikroelek-
tronischen Bauteil freigestellt angeordnet wird und
das mikroelektronische Bauelement vom Trager be-
abstandet an der mindestens einen elektrischen Kon-
taktierung hangend oder tragend befestigt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Trager mindestens zwei Teile
mit einem ersten und einem zweiten Teil aufweist und
der erste Teil des Tragers mit dem zweiten Teil des
Tragers zu einem Gehause verschlossen wird, wobei
zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ein ge-
schlossener Hohlraum gebildet wird, in welchem das
mikroelektronischen Bauteil angeordnet wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der geschlossene Hohlraum mit
einer Flussigkeit, insbesondere einer dielektrischen
Flussigkeit, geflllt wird.

20. Verfahren nach Anspruch 17 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Aufbringen der min-
destens einen elektrischen Kontaktierung eine Aus-
sparung in den Trager eingebracht wird und das mi-
kroelektronische Bauteil in der Aussparung angeord-
net wird.

21. Verfahren nach Anspruch 17 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Befestigen des mikro-
elektronischen Bauteils an der mindestens einen
elektrischen Kontaktierung auf einer Oberflache des
Tragers mindestens eine Opferschicht aufgebracht
wird, auf welcher das mikroelektronische Bauteil plat-
ziert wird und welche das mikroelektronische Bauteil
zumindest in Teilen umschlieft.

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aufbringen der mindestens
einen elektrischen Kontaktierung folgende Schritte
umfasst:

a) Aufbringen einer Metallisierungslage zumindest
auf Teilabschnitten der Oberflache des Tragers und
der Opferschicht;

b) Erstellen von Léchern in der das mikroelektroni-
sche Bauteil umschlieBenden Opferschicht und An-
kontaktieren des mikroelektronischen Bauteils;

c) Strukturieren der Metallisierungslage, wobei das
Strukturieren vorzugsweise durch Atzen mit einer
Strukturierungsmaske durchgefihrt wird.

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 21 oder
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Opferschicht
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nach dem Aufbringen der mindestens einen elekitri-
schen Kontaktierung entfernt wird.

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis
23, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer dem mi-
kroelektronischen Bauteil benachbarten Oberflache
des Tragers mindestens ein elastisches Stiitzele-
ment angeordnet wird, wobei das elastische Stltze-
lement zum mikroelektronischen Bauteil hin eine we-
sentlich kleinere Oberflache als eine dem elastischen
Stitzelement am Nachsten liegende Oberflache des
mikroelektronischen Bauteils aufweist.

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis
24, dadurch gekennzeichnet, dass der Trager min-
destens einen weiteren elektrischen Leiter aufweist,
welcher als Sacklochbohrung oder Through-Via rea-
lisiert wird.

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis
25, dadurch gekennzeichnet, dass das mikroelektro-
nische Bauteil als mikroelektronisch-mechanisches
System (MEMS) ausgebildet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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